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DMD无掩膜光刻系统

产品技术特点

软件界面

机型多样化
高功率、高均匀度LED刻写紫外光源
多种倍率镜头可选
绿光引导曝光，所见即所得
两种对焦方式可选（CCD相机自动对焦、激光主动对焦）
高精度直线电机位移台
软件界面易于操作

用户能够在主界面完成所有光刻操作，无弹窗 切图模块：包含自定义切图、自动填充、反色、抗锯齿等功能

泽攸科技 ZML 系列是基于 DMD 的无掩膜光刻机，以 DMD 替
代传统掩膜版，可快速灵活设计光刻图案，支持二维及8位灰
度光刻，能满足任意微米量级光刻需求，广泛应用于 MEMS、
微流控等多个领域。

配置 ZML10A ZML200AZML100A

最小特征尺寸

最小等间隔线栅

光刻速率

套刻精度

对焦方式

电动物镜切换

真空吸附样品台

样品尺寸

旋转台

样品厚度

设备主体尺寸

设备重量

0.5μm

1μm

1.5mm2/min、10mm2/min
40mm2/min、150mm2/min

1μm（5mm×5mm）

图像自动对焦

不支持

支持

5mm×5mm(最小)、4inch(最大)

手动转台

0-10mm

强光LED：385nm / 405nm
引导光源：560nm
观察光源：白光（已做滤波处理）

DXF、GDS、bmp

535mm×510mm×510mm

约200kg

温度：18-25℃，温度波动小于±1℃
相对湿度40%-65%，无静电无冷凝水
电源：220V/10A

805mm×805mm×1400mm

约350kg

0.5μm

1μm

3mm2/min、20mm2/min
150mm2/min、300mm2/min

0.5μm（5mm×5mm）

激光主动对焦

支持

支持

5mm×5mm(最小)、8inch(最大)

电动转台

0-10mm

强光LED：385nm / 405nm
引导光源：560nm
观察光源：白光（已做滤波处理）

DXF、GDS、bmp

温度：18-25℃，温度波动小于±1℃
相对湿度40%-65%，无静电无冷凝水
电源：220V/10A

光源

数据格式

厂务要求

765mm×740mm×1400mm

约250kg

0.5μm

1μm

3mm2/min
20mm2/min
300mm2/min

0.5μm（5mm×5mm）

激光主动对焦

支持

支持

5mm×5mm(最小)、4inch(标配)、6inch(选配)

电动转台

0-10mm

强光LED：385nm / 405nm
引导光源：560nm
观察光源：白光（已做滤波处理）

DXF、GDS、bmp

温度：18-25℃，温度波动小于±1℃
相对湿度40%-65%，无静电无冷凝水
电源：220V/10A



DMD无掩膜光刻系统

20mm×20mm半导体器件，四层套刻，最小线宽6μm

应用案例
二维材料光刻电极 光电探测器

封装前

封装后

物像绑定 原位绘图功能
可以在显微图上直接绘制图形，并投影到样品上实现原位光刻用户可以在样品表面任意位置设置物象绑定，同时可预

览全幅版图中任意子图与样品表面的对应关系，实现精
准套刻（所见即所得）
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联合光刻设计图

电子束套刻曝光结果 电子束套刻图案

DMD无掩膜光刻曝光 镀膜剥离

30μm 30μm

30μm30μm30μm

DMD紫外光与电子束联合光刻 使用的机型为ZML10A 和 ZEL304G
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灰度光刻

菲涅尔透镜显微图 菲涅尔透镜截面图

微流控芯片 微流控阳模


